Electrénica Béasica, 2° GITT

Tema 2. Bloques Constructivos

Conexion Diodo

Fuente de Corriente

Espejo de Corriente

Repaso transistor bipolar

Repaso transistor MOSFET

Bibliografia

“VLSI Design Techniques for Analog and Digital Circuits”, Randall Geiger, Noel
Strader, N. R. Strader, McGraw-Hill

J.Chavez, Departamento Ingenieria Electrénica - ESI - Universidad de Sevilla 9



T2-Bloques Constructivos

Electrénica Béasica, 2° GITT

Conexion diodo (Diode Connected Transistor)
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Modelo DC (Estatico)

Supongamos el bjt en activa directa:
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Modelo AC(dindmico)
Uo(t) = Riy(t)
metodo A
8IO Is eVO/Vt IO
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T2-Bloques Constructivos Electrénica Biésica, 2° GITT

Fuente de Intensidad (Current Source)

L0

Vig >
Fuente de corriente simple con bipolar El_i, Vo ()
y

( Bipolar Simple Current Source) Vee ‘
Modelo DC (Estético) Modelo AC(dindmico)
Supongamos el bjt en activa directa: uo(t) = Ri,(t)

I, = 1, eVBE/Vi

VBE = VBB — VEE = cte

va" Vo
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T2-Bloques Constructivos Electrénica Biésica, 2° GITT

Fuente de corriente con MOSFET Simple Current Source
(MOSFET Current Source) L
lo(t)

VGCiz—l I: m2

o Vo(t)
Vss M Vss v
Cascode Current Source
Modelo DC (Estatico) ‘ ‘ ‘ | ‘ o
Supongamos el MOSFET en saturacién: ’
1 W
Idl — 5 K f <Vgsl o Vth1)2
Vesr = Vee1 — Vss

Modelo AC(dinamico)
Uo(t) = Riy(t)

SCS: R=r_,
CCS: R~ y 8o Too

Vo
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T2-Bloques Constructivos Electrénica Bisica, 2° GITT

Espejo de Corriente (Current Mirror)

10
—> <+ 2
(1) ,(1) ‘Ms M4“:
Vi (1) I: VAURAQ I: V2 (1)
M1 M2
v v v v
2 = 2 =
Modelo DC (Estatico) Modelo AC(dindmico)
Supongamos MOSFETSs en saturacién: b o,
» G2
Il _ <W/L>1 u., G !
L (WL :
d S1
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T2-Bloques Constructivos

Electrénica Béasica, 2° GITT

Modelo Transistor Bipolar

Vbc
/ e
b
B Vce
Vbe T le

Ecuaciones de Ebers-Moll
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T2-Bloques Constructivos

Electrénica Béasica, 2° GITT

Suponiendo activa directa: V., >>y V, <<
definiendo la ganancia directa en corriente

Br = as/(1 — a): Suponiendo el transistor polarizado en activa di-
recta
v
I. = I exp < be>
Vi
IC — Bf Ib
Efecto Early La dependencia de los parametros AC con el nivel
DC es:
V \Y
[.~1 exp ( be) (1 + Ce) r, V_AF
V, Vup I
1 V,
. Sm I,
“““““““““ r hfe_vt
s IC
—Vap Vce
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T2-Bloques Constructivos Electrénica Bisica, 2° GITT

Modelo Transistor MOSFET

o [UA] ‘
| 240
; D 200
160
G 120
Vbs N
40
VGS
S

En la zona de saturacidn tenemos que:

W n K [“;—é] Parametro de transconductancia

1 2
ta= 2 K [f} [Vgs - Vth] (transconductance parameter). K = p, C_

W .z :
siempre que VgS >V, y Vg > Vgs —V, n [L} relaciéon de aspecto (aspect ratio)

= V., tensién umbral (threshold voltage)

X
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T2-Bloques Constructivos Electrénica Biésica, 2° GITT

Puerta (Gate)

Area Activa

modelo 4T

G \ B =Vss

modelo 37 { D

4

t S
ds Vs O

Modulacion del Canal )
Id — % K [%} |:Vgs o Vth:| (1 + A Vds)

Efecto Sustrato
Vih = Vi + 7 [\/CIDf—I—VSb— \/q)f]

c

i Cgs g I :
—
S O
£ £
(o) o

Modelo AC

gm — 2K [%] Id S
r,=1/(A1,)

gab — 1 81
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